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ている。本研究では QDs の界面に着目し，QDs の界面を変化させることによる発光挙動の違
いから，ブリンキングの抑制やメカニズムを解明することをねらいとし，界面の違いが QDs
にどのような影響を及ぼすか解析したので報告する。 
【実験】３種類の QDs（TGA キャップ CdTe QDs，L-グルタチオンキャップ CdS QDs，CdSe QDs）
を試料とし単一微粒子分光測定を行った。TGA キャッ




陥発光を主発光とする L-グルタチオンキャップ CdS 





















れた。このうち特徴的なものの拡散の軌跡から MSD（mean square displacement）を求め，
MSD=4Dt で近似して拡散係数 D を算出した。ここで t は拡散時間である。その結果，速い拡

























ける単一 L-グルタチオン CdS QDs の発光強度の時間変化を比較したところ，明滅頻度に関し
ては定性的に明確な違いが現れなかったが，空気下では窒素下に比べ発光強度が著しく増大
することがわかった。これは酸素存在下での光照射によるエッチングと表面修復の可能性を
示唆している。 
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図２：単一 CdSe 量子ドットの発
光挙動の経時変化(a)と単一およ
び集団発光スペクトル 
